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ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ВЕНТИЛЯ

При работе полупроводникового вентиля в широком интервале 
температур [1] из-за изменения концентрации и подвижности сво­
бодных электронов в п — InSb меняются обратное затухание вен­
тиля £>обр и потери в прямом направлении D„р. Для поддержания

неизменными Д>бр и Dпр необходимо 
одновременно изменять индукцию по­
стоянного магнитного поля В0 и ем­
кость цепи С.

Рассчитаем представленную на ри­
сунке цепь термокомпенсации вентиля 
на основе п — InSb, используя после­
довательное включение термозависящего 
сопротивления и обмотки электро­

магнита при питании от источника с большим внутренним сопро­
тивлением. Например, на основании экспериментальной характери­
стики (см. рисунок), определяющей зависимость оптимального маг­
нитного поля на частоте 20 МГц от температуры, аппроксимируем 
эту зависимость выражением вида

Bt =  В20еал\  (1)

где а  — температурный коэффициент магнитного поля. Поскольку 
для электромагнита с зазором индукция в зазоре определяется как

В =  (0,4 nlw)/l, (2)

где /  — ток в обмотке электромагнита; I — эквивалентная длина 
силовой линии; w — число витков обмотки, то изменение тока в об­
мотке электромагнита должно происходить по закону

Л =  (3)
Из рассмотрения рисунка и выражения (3) получаем

uh — Л ('об +  r20e<lAt)< (4)

где гго — величина термосопротивления при t — 20 °С; гоб— сопротив­
ление обмотки электромагнита.

При выборе конструкции полупроводникового вентиля первым 
параметром следует задавать температуру полупроводника, кото­
рую необходимо поддерживать постоянной в процессе работы вен­
тиля для обеспечения постоянства его параметров. При низких тем­
пературах (азотных, гелиевых) подвижность носителей увеличивается, 
что позволяет уменьшить потери вентиля в прямом направле­
нии или габариты магнитной системы, но для этого требуется при­
менение криостатов. При комнатных температурах можно использо­
вать более простые термостаты с температурой на 5 . . .  10° С выше
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максимальной заданной температуры рабочего диапазона, но это 
требует больших магнитных полей 0,5 ... 1 Тл, что ведет к возраста­
нию габаритов магнитной системы.
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